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 新しい原理に基づく電子デバイスの開発は、ナノワイヤ・ナノドットなどの低次元構造や、磁性体

と半導体とのヘテロ接合など、従来の枠を超えた結晶成長をいかに実現するかにかかっている。これ

らを可能にするためには、原子レベルにまでさかのぼった成長機構の解明が重要である。シンクロト

ロン放射光Ｘ線回折による半導体結晶成長過程のその場・実時間測定技術を開発し、高効率太陽電池・

光デバイス・パワーデバイスなどへの応用が期待されている InGaAs 膜、GaAs 量子細線、InGaAs 量

子細線、InGaN/GaN(0001)膜などの成長過程を研究した。 
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